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BF 184

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Transistor fiir geregelte HF- und ZF-
Stufen und fiir Vor- und Mischstufen bis in den KW-Bereich.

Silicon NPN epitaxial planar transistor for controlled RF and IF stages,
for input stages and mixer stages up to SW range.

Abmessungen - Dimensions

MaBe in mm
M2:1

Mormgehause

DIN 18 A 4

JEDEC TO 72

Gewicht - Weight

AnschluB =S« ist mit dem Gehiuse verbunden max. 0.5g

Terminal 5 is connecled 1o case
Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung Uceo 30 v

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 20 )

Emitter-Basis-Sperrspannung Uego <] v

Kollektorstrom Ic 30 mA

Basisstrom g 1 mA
Gesamtverlustleistung

tamb = 45°C Piat 145 mw

Sperrschichttemperatur tj 175 l

Lagerungstemperatur 1519 —85..+175 ™
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Wirmewiderstand - Thermal resistance Min.  Typ. Max
Sperrschicht-Umgebung ch JA a00 *C/W

Statische KenngréBen - DC characteristics
Umgebungstemperatur typ = 25°C
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung

g = 10 pA UI:BH}CED 30 W
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

g = 2mA UI:BH}‘CED L 20 v
Emitter-Basis-Durchbruchspannung

Ig =10 A UerjEBO 5 v
Basis-Emitterspannung

Upgg = 10V, g = 1mA Uge 065 068 074 v

Uce = 2V.lg = 20mA Uge?) 1 W
Kollektor-Basis-Gleichstromverhalinis

Upg = 10V, lp = 1mA heg 67 115 220

Dynamische KenngréBen - AC characteristics
Umgebungstemperatur tyqp = 25°C
Transitfrequenz
Ucg = 10V, Ig = 1 mA, f = 100 MHz fr 260 MHz

i
1) 2= 001ty =03ms
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BF 184
Min. Typ. Max.

Rickwirkungskapazitat

Upg = 10V, Ig = 1mA, f = 10,7 MHz Ciire 065 09 pF
Rauschmai

Upg = 10V, Ip = 1mA, Rg = 3000

f = 200kHz F 145 dB

Ugg = 10V, Ig = 1mA,Rg = 500

t = 1 MHz F 35 dB
MischrauschmaB

Ucg = 10V, Ig = 1mA

Rg = 16700, f = 200 kHz Fe a dB

Ugg = 10V, g = 1mA

FAg = 8300, f = 1MHz Fe 2 dB

Vierpol KenngréBen - Two port characteristics
Umgebungstemperatur tympy = 25°C

Emittarschaltung
Ucg = 10V, Ig = 1 mA, f = 0,45 MHz
KurzschluB-Eingangsadmittanz Gia 035 ms
Cie 23 pF
KurzschluB-Rickwartssteilheit | ¥re | 18 pS
~%re 90°
KurzschluB-Vorwartssteilheit Yig | 35 mS
mfﬁ' -~ Q"
KurzschluB-Ausgangsadmittanz Oce & pS
Coe 145 pF
Emitterschaltung
Ueg = 10V, Ig = 1 mA, f = 10,7 MHz
KurzschluB-Eingangsadmittanz Oja 0,45 mS
Cia 23 pF
KurzschluB-Rickwértssteilheit | Yre | 44 ps
-%g ape
KurzschluB-Vorwartssteilheit | Yfe | 35 m3
~®te 5°
KurzschluB-Ausgangsadmittanz 90e 85 us
Coe 15 pF
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Min. Typ. Max.
Emitterschaltung
UCB = 10V, lg = 1mA, f = 35 MHz
KurzschluB-Eingangsadmittanz Qi 0.85 mS
Cie 19 pF
KurzschluB-Rickwartssieilheit | ¥re | 140 pS
~Pra a0®
KurzschluB-Vorwértssteilheit  ¥fe | 34 mS
~%ia 1g6°
KurzschluB-Ausgangsadmittanz 9oe 11 HS
Con 15 pF
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